Référence : 6772

phototransistor

BPX 9 C

Phototransistor au silicium, planar éphtaxié NPN, en boitier SOD 63 incolore,

Sa réponse spectrale centrée dans {'infrarouge 4 800 nm et s'étendant & mi-sensibilité de 550
4 950 le destine & la détection aussi bien dans le spectre visible que dans le proche infrarouge.
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Tension collecteur-émettew (base ouverie) . ... ..., VcEOD max
Cowant collecteurencontinu. . ... ........... e max
Puissance totale dissipée Tgmp <25°C . .. .. e v Pyot max
Température de JonCtion. . . . & & . & v vt o v e e w . Tj max
Courant collecteur en éclairement

Veg =5V; E=1mW/em2, A=930nm ....... e (L) typ
Longuewur d'onde du pic de réponse spectrale . . .. ... ?\p typ
Angle de réceptivitd. . . .. .. it 0 typ

25
100
100

9
800
10

mA

e

mA
nm

DONNEES MECANIQUES
BOITIERSOD 63

Dimensions en mm
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VALEURS A NE PAS DEPASSER (limites absoluas selon publication CE 134)

Tensions
Tension collecteur-émetteur (base ouverte) . .. .. .. VCED max 30 v
Tension émetteur-collecteur {base ouverte) . . . . . .. VECO max 5 v
Courants
Courant collecteurencontinu. . . . . . . & & « v ¢ v o & I max 25 mA
Courant collecteur (valeur créte)

tp=B0us;6=01................... Icm max 50 mA
Puissance
Puissance totale dissipée (Tamb <26°C). . . .. ... Peot max 100 mwW
Températures
Températurede stockage. . . . . . ........ ¥ e TSR —40 3 +100 °C
Températuredejonction. . . .. ... ... u e a s Tj max 100 °C
Tampér:gture de mud?n o

au niveau du plan de sidge ; tgqd <10s. . . .. ... Tsid max 240 C
RESISTANCE THERMIQUE
Jonction-ambiance . . . .. ... 0. n i i Rth j-a 760 K/W
Jonction-ambiance {montage sur circuit imprimé} . . .  Rypja 500 K/W
CARACTERISTIQUES Tj=26°C sauf indication contraire
Tension de claquage collecteur-émetteur .

lc=1mA;E=0......... e V(BRICEO min 30 v
Tension de claquage émetteur-collecteur ]

=01 mAIE=0: oo & worw & b Wi d ¥ 5 5 V(BR)ECO min 5 v
Tension de saturation collecteur-émaetteur®

IC=2mA ;E=1mWoem2;A=930nm . ..... VCEsat max 0,4 v
Courant d'obscurité collecteur

Veg=20V :E=0........000000000a. ICEO . max 100 nA
Courant collecteur en éclairement”

VEE =5 V: E=1mW/cmZ2; A =930 nm. BPX956C-1 lc(L) 3315 mA

BPX95C-2  Ig (L) min 10 mA

Longueur d’onde du pic de réponse spectrale . . . . . . Ap typ 800 nm
Largeur de réponse spectrale & mi-intensité . . . .. .. A typ 400 nm
Angle de mi-intensité. . . ......... e e e 6 typ 10 i
ArarBCEDINICE. . . . . . . i e e e e e e e A, typ 1 mm?2

* Source lumineuse : filament de tungsténe filtré 4 930 nm.



Temps de commutation
Icon=2mA ;Vee=5V R =100 0

temps total d’établissement . . . . . ... ..
temps total de décroissance . . .. ... ...
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Fig. 2
Circuit de mesure des temps de commutation
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Formes d‘onde et définition des temps
de commutation

?5 I FTTTTTT
Vee=5V_ |
Tamb =25°C
totf
(us) fu
50
'“*--...,,‘_-
RL=1kQ
25 |-
\""-.
[ 1] 50082
10002
0 |
10~! T iptma) 10

Fig.5



@ BPX 95 C - Page 4

2 |
1u = T J.;!_‘“- — 1ﬁ ======= = =
- Tj=257C Vg =30°C
| ICEO F11
IcED (nA) 1 7
{nA) - /
103 |-
10
4’ tn'rp f
A 102 bt
typ
A [ 4
¥,
14— = 7
10
"4 |- —-
10~} y 1
1 (0
1 0 Veg (V) 10 0 50 T; (%c) 100
Fig. 6 Fig. 7
103 " e C T T T 11
:-\?:25“(: ! _¥a|.tgwggc
[ VECE=58V | | V= E=1mW/cm2]
Ie(L) b A=930 nm: 10 FA'=930 nm o
(mA) IciL)
{mAl} >
Pl
1 0871
102 7.5 o —>
|
—
= 06 4]
. 1t 0,6
-
-n"""'-
t"r"ﬂ/
10 " S
2,5
0,2 t—
1 ‘1/ - 0
10 1 (mW/em?2) 10 0 5 10 VEE (V) 15

Fig. 8 Fig. 9



@ BPX 95 C - Page 5

150
Prot Sa ]
{mW) {%)
100 100
\'P |tvp
f
H,fiﬁt f
SN \
50 %';} ‘ﬂ% 50 l\
T £
A 1
“E ya u8
4
0 0
o 50  T,mp (9C) 100 250 750 A (nm) 1250
Fig. 10 Fig- 11
uﬂ
-30° 30°
typ
—B80° 1 60°
-~g0° 90°
100 50 a L11] N (%) 100

Fig. 12



